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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

発電・交通輸送・工業のために化石燃料が大量消費され、それに伴う大気中二酸化炭素濃度の上昇、ひいては地球平均気温が高温化するという、いわゆる地球温暖化が予想され非常に危惧されている。現在、二酸化炭素を放出しない再生可能エネルギー源として、太陽光発電が注目されている。太陽光発電用の素子である結晶シリコン太陽電池は、他の光電変換材料を用いた太陽電池と比較して光電変換効率が高く、また経年劣化も殆ど見られないという特長を有する。しかしながら、0.2～0.5 mm厚の単結晶シリコンそのものを支持基板として用いるため、低資源使用量・低生産エネルギー・低コストの面では不利であった。非シリコン基板上に結晶シリコン太陽電池を作製することができれば、これらの問題が解決される。本研究では、非シリコン基板上へ結晶シリコン太陽電池を作製するための要素技術に関して研究を行った。酸化シリコン(SiO2)薄膜上へ、フォトリソグラフィー技術により数m間隔で配列した直径1 m、深さ1 mの孔を形成させた。その上に再びSiO2薄膜を堆積することによって、孔径を100 nm程度まで縮小した。これを下地として、化学気相成長により250 nmのシリコン薄膜を堆積した。次に、波長248 nm、パワー密度約1J/cm2のパルスエキシマレーザーの照射によってシリコン薄膜を結晶化した。下地の孔部分を結晶化開始点とし、また温度分布が生じることによって横方向結晶成長が促進され、5 m程度の大きな粒径を有する規則的に配列した結晶シリコン粒を作製ことができた。電子線後方散乱回折法により、これらは結晶内に殆どランダム粒界が含まれない高品質のシリコン結晶であることが確認された。非シリコン基板上への結晶シリコン太陽電池作製法として発展が期待できる。
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	欧文概要　ＥＺ

Mass consumption of fossil fuels for generating electricity, transportation and industrial production causes increasing of atmospheric concentration of carbon dioxide, which lead to increasing of global average temperature; many people anticipate and warn this problem, so-called global warming. Recent years, photovoltaic generation is highly paid attention as a renewable energy source that is free from carbon dioxide emission. Crystalline silicon solar cell, which is used as a device for the photovoltaic generation, is promising with advantages such as higher conversion efficiency with compared to solar cells made from other materials as well as its significant lower aging degradation; On the other hands, the crystalline silicon solar cell has had difficulties on reducing amount of source material, production energy and cost; this is due to the cell structure consisting of 0.2-0.5 mm-thick of the silicon wafer as the substrate. If the crystalline silicon solar cell would be fabricated on a non-silicon substrate, these problems will be solved. In this project, I carried out a research on developing elemental technologies necessary for fabricating a crystalline silicon solar cell on a non-silicon substrate. Holes measuring 1 m-diameter by 1 m-depth of the sizes, which align periodically with several m of the distance, were formed on a SiO2 film using photolithography technology. The diameter of the hole was reduced down to 100 nm by sequential deposition of SiO2. Then, a 250nm-thick of amorphous silicon (a-Si) thin-film was deposited on the SiO2 using chemical vapor deposition. The a-Si thin-film was crystallized by irradiating pulsed excimer laser with 248 nm and ~1 J/cm2 of the wavelength and the fluence, respectively. Lateral over growth was promoted owing to the holes, which became as beginning points for crystallization as well as created temperature gradient; as a result, silicon grains having 5 m of the diameter were fabricated at the predetermined periodical positions. Crystalline quality of the obtained crystalline silicon grains were found to be quite high with including only a few number of random boundaries. This method is expected as a fundamental technology that enables fabricating a crystalline silicon solar cell on a non-silicon substrate.
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